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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Изучение общих принципов кристаллографии полупроводников, статистики электронов и1.
дырок, контактных и кинетических явлениях, физических механизмах токопереноса.

Формирование  у  студентов  знания  основ  конструкций полупроводниковых приборов,2.
технологических операций создания приборов твердотельной СВЧ электроники, моделирования
гетеро-эпитаксиальных структур и приборов на их основе.

Выработка способности воспринимать математические, естественнонаучные, социально-3.
экономические и  профессиональные знания,  умения самостоятельно приобретать,  развивать  и
применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.

Формирование способности анализировать профессиональную информацию, выделять в4.
ней  главное,  структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде  аналитических  обзоров  с
обоснованными выводами и рекомендациями.

Развитие умения разрабатывать схемы и топологии тестовых структур и СВЧ МИС, а5.
также конструкторскую документацию для их производства.

Формирование навыка владения методиками испытаний,  контроля и отбраковки СВЧ6.
МИС.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение основ кристаллографии полупроводников.1.
Изучение статистики электронов и дырок.2.
Изучение контактных и кинетических явлений в полупроводниках.3.
Изучение физических механизмов токопереноса.4.
Изучение основных конструкций полупроводниковых приборов.5.
Изучение основных технологических наноопераций создания приборов твердотельной6.

СВЧ электроники.
Освоение моделирования гетероэпитаксиальных структур и приборов на их основе.7.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Индекс дисциплины: Б1.В.1.01.ДВ.01.08.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-2. Способен
использовать
современные
достижения науки и
передовые технологии
в профессиональной
деятельности

ПК-2.1. Знает современные подходы к исследованию и разработке
объектов профессиональной деятельности
ПК-2.2. Умеет проводить исследования и разработку с использованием
современных достижений науки и передовых технологий при решении
задач профессиональной деятельности.
ПК-2.3. Владеет современными технологиями проектирования объектов
профессиональной деятельности
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4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр

1 Зонные характеристики гетероструктур
2 Электрофизические параметры приборов твердотельной электроники. Технология изготовления
приборов твердотельной электроники
3 Физические и технологические основы оптоэлектроники. Элементы зонной теории твердых тел.
Взаимодействие оптического излучения с веществом. Фотоэлектрические явления в
полупроводниковых приборах


